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본 발명은 유기전계발광표시장치 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상할 수

있는 보상 회로를 포함하며, 제조 공정 및 개구율 저하를 최소화할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그의 제조

방법에 관한 것이다.

본 발명은 제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역을 포함하는 기판; 상기 기판의 제

1 커패시터 영역 상에 위치하며, 불순물 도핑된 제 1 영역을 포함하는 제 1 반도체층, 제 1 전극 및 상기 제 1

반도체층과 제 1 전극 사이에 위치하는 제 1 절연막을 포함하는 제 1 커패시터; 상기 기판의 제 2 커패시터 영역

상에 위치하며, 제 2 반도체층, 제 2 전극 및 상기 제 2 반도체층과 제 2 전극 사이에 위치하는 제 2 절연막을

포함하는 제 2 커패시터; 상기 기판의 박막 트랜지스터 영역 상에 위치하며, 소오스/드레인 영역 및 채널 영역을

포함하는 제 3 반도체층, 게이트 절연막, 게이트 전극 및 소오스/드레인 전극을 포함하는 다수의 박막 트랜지스

터; 상기 제 1 커패시터 상에 위치하며, 상기 제 1 영역과 전기적으로 연결되는 제 1 전원전압 공급라인; 및 상

기 다수의 박막 트랜지스터 상에 위치하며, 하나 또는 다수의 유기발광층을 포함하는 유기전계발광다이오드를 포

함하는 유기전계발광표시장치에 관한 것이다. 

또한,  본  발명은  제  1  커패시터  영역,  제  2  커패시터  영역  및  박막  트랜지스터  영역을  포함하는  기판을

제공하고, 상기 제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역에 제 1 반도체층, 제 2 반도

체층 및 제 3 반도체층을 형성하고, 상기 제 1 반도체층 상에 제 1 절연막을 형성하고, 상기 제 2 반도체층 상에

제 2 절연막을 형성하고, 상기 제 3 반도체층 상에 게이트 절연막을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상에 상기 제

1 반도체층의 일부 영역에 대응되는 제 1 전극을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상에 상기 제 2 반도체층에 대응

되는 제 2 전극을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상에 상기 제 3 반도체층의 일부 영역에 대응되는 게이트 전극

을 형성하고, 상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극을 마스크로 불순물 도핑하여, 상기 제 1 반도체층의 제

1 영역 및 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역을 형성하고, 상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극 상에 층

간 절연막을 형성하고, 상기 층간 절연막에 상기 제 1 영역의 일부 및 상기 소오스/드레인 영역의 일부를 노출시

키는 제 1 컨택홀 및 제 2 컨택홀을 형성하고, 상기 제 1 컨택홀을 통해 상기 제 1 영역과 연결되는 제 1 전원전

압 공급라인을 형성하고, 상기 제 2 컨택홀을 통해 상기 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역과 접촉하는 소오스

/드레인 전극을 형성하고, 상기 소오스/드레인 전극 및 제 1 전원전압 공급라인 상에 하나 또는 다수의 유기막층

을 포함하는 유기전계발광다이오드를 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광표시장치의 제조 방법에 관한 것이다.

대 표 도
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특허청구의 범위

청구항 1 

제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역을 포함하는 기판;

상기 기판의 제 1 커패시터 영역 상에 위치하며, 불순물 도핑된 제 1 영역을 포함하는 제 1 반도체층, 제 1 전

극 및 상기 제 1 반도체층과 제 1 전극 사이에 위치하는 제 1 절연막을 포함하는 제 1 커패시터;

상기 기판의 제 2 커패시터 영역 상에 위치하며, 제 2 반도체층, 제 2 전극 및 상기 제 2 반도체층과 제 2 전극

사이에 위치하는 제 2 절연막을 포함하는 제 2 커패시터;

상기  기판의  박막  트랜지스터  영역  상에  위치하며,  소오스/드레인  영역  및  채널  영역을  포함하는  제  3

반도체층, 게이트 절연막, 게이트 전극 및 소오스/드레인 전극을 포함하는 다수의 박막 트랜지스터;

상기 제 1 커패시터 상에 위치하며, 상기 제 1 영역과 전기적으로 연결되는 제 1 전원전압 공급라인; 및

상기 다수의 박막 트랜지스터 상에 위치하며, 하나 또는 다수의 유기발광층을 포함하는 유기전계발광다이오드를

포함하는 유기전계발광표시장치.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 다수의 박막 트랜지스터는

데이터 라인과 제 1 노드 사이에 전기적으로 연결되는 제 1 스위칭 트랜지스터;

상기 제 1 전원전압 공급라인과 제 2 노드 사이에 전기적으로 연결되는 제 2 스위칭 트랜지스터; 및

상기 제 2 노드와 유기전계발광다이오드 사이에 위치하며, 상기 제 1 노드의 전압에 따른 구동 전류를 상기 유

기전계발광다이오드에 인가하기 위한 구동 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 제 1 커패시터는 상기 제 1 노드와 제 1 전원전압 공급라인 사이에 전기적으로 연결되며, 상기 제 2 커패

시터는 상기 제 1 노드와 제 2 노드 사이에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 반도체층, 제 2 반도체층 및 제 3 반도체층은 동일 결정 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 유기전계

발광표시장치.

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 절연막 및 제 2 절연막은 동일 물질인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 제 1 절연막, 제 2 절연막 및 게이트 절연막은 동일 물질인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 7 

제 1 항에 있어서,
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상기 제 1 전극은 상기 제 1 반도체층의 면적보다 상기 제 1 영역의 면적만큼 작은 것을 특징으로 하는 유기전

계발광표시장치.

청구항 8 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 전극 및 제 2 전극은 동일 물질인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극은 동일 물질인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 10 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 전극과 제 2 전극은 접촉된 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 11 

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 반도체층의 제 1 영역과 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역은 동일 불순물로 도핑되어진 것을 특징

으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 12 

제 11 항에 있어서,

상기 제 1 영역 및 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역인 P형 불순물로 도핑되어진 것을 특징으로 하는 유기전

계발광표시장치.

청구항 13 

제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역을 포함하는 기판을 제공하고,

상기 제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역에 제 1 반도체층, 제 2 반도체층 및 제

3 반도체층을 형성하고,

상기 제 1 반도체층 상에 제 1 절연막을 형성하고,

상기 제 2 반도체층 상에 제 2 절연막을 형성하고,

상기 제 3 반도체층 상에 게이트 절연막을 형성하고,

상기 게이트 절연막 상에 상기 제 1 반도체층의 일부 영역에 대응되는 제 1 전극을 형성하고,

상기 게이트 절연막 상에 상기 제 2 반도체층에 대응되는 제 2 전극을 형성하고,

상기 게이트 절연막 상에 상기 제 3 반도체층의 일부 영역에 대응되는 게이트 전극을 형성하고,

상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극을 마스크로 불순물 도핑하여, 상기 제 1 반도체층의 제 1 영역 및

제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역을 형성하고,

상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극 상에 층간 절연막을 형성하고,

상기 층간 절연막에 상기 제 1 영역의 일부 및 상기 소오스/드레인 영역의 일부를 노출시키는 제 1 컨택홀 및

제 2 컨택홀을 형성하고,

상기 제 1 컨택홀을 통해 상기 제 1 영역과 연결되는 제 1 전원전압 공급라인을 형성하고,

상기  제  2  컨택홀을  통해  상기  제  3  반도체층의  소오스/드레인  영역과  접촉하는  소오스/드레인  전극을
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형성하고,

상기 소오스/드레인 전극 및 제 1 전원전압 공급라인 상에 하나 또는 다수의 유기막층을 포함하는 유기전계발광

다이오드를 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 14 

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 반도체층, 제 2 반도체층 및 제 3 반도체층을 동일한 결정화 방법으로 형성하는 것을 특징으로 하는

유기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 15 

제 14 항에 있어서,

상기  결정화  방법은  고상  결정화법(Solid  Phase  Crystallization  :  SPC),  급속열처리방법(Rapid  Thermal

Annealing : RTA), 금속 유도 결정화(Metal Induced Crystallization : MIC), 금속 유도 측면 결정화(Metal

Induced Lateral Crystallization : MILC), 엑시머 레이저 어닐링(Excimer Laser Annealing : ELA) 결정화법

및 순차측면고상(Sequential Lateral Solidification : SLS) 결정화법 중 선택된 어느 하나인 것을 특징으로

하는 유기전계발광표시장치의 제조 방법.

청구항 16 

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 절연막 및 제 2 절연막 상에 게이트 절연막을 형성하는 것을 더 포함하는 유기전계발광표시장치의 제

조 방법.

청구항 17 

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 절연막, 제 2 절연막 및 게이트 절연막을 동일 물질로 형성하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표

시장치의 제조 방법.

청구항 18 

제 17 항에 있어서,

상기 제 1 절연막, 제 2 절연막 및 게이트 절연막을 동시에 형성하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치

의 제조 방법.

청구항 19 

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극을 동시에 형성하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 제

조 방법.

청구항 20 

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 반도체층의 제 1 영역 및 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역을 P형 불순물로 도핑하는 것을 특징으

로 하는 유기전계발광표시장치의 제조 방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적
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        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광표시장치 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상할 수<12>

있는 보상 회로를 포함하며, 제조 공정 및 개구율 저하를 최소화할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그의 제조

방법에 관한 것이다.

평판표시장치(Flat  Panel  Display  Device)는 경량 및 박형 등의 특성으로 인해, 음극선과 표시장치(Cathode-<13>

ray Tube Display Device)를 대체하는 표시장치로 사용되고 있다. 이러한 평판표시장치의 대표적인 예로서 액정

표시장치(Liquid  Crystal  Display  Device;  LCD)와  유기전계발광표시장치(Organic  Light  Emitting  Diode

Display  Device;  OLED  Display  Device)가 있다. 이 중, 유기전계발광표시장치는 액정표시장치에 비하여 휘도

특성 및 시야각 특성이 우수하고 백라이트(Back Light)를 필요로 하지 않아 초박형으로 구현할 수 있는 장점이

있다.

이와 같은 유기전계발광표시장치는 유기박막에 음극(Cathode)과 양극(Anode)을 통해 주입된 전자(Electron)와<14>

정공(Hole)이 재결합하여 여기자를 형성하고, 형성된 여기자로부터의 에너지에 의해 특정한 파장의 빛이 발생되

는 현상을 이용한 표시장치이다.

상기 유기전계발광표시장치는 구동 방법에 따라 수동 구동(Passive matrix) 방식과 능동 구동(Active matrix)<15>

방식으로 나뉘는데, 능동 구동 방식은 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor; TFT)를 사용하는 회로를 가진다.

상기 수동 구동 방식은 그 표시 영역이 양극과 음극에 의하여 단순히 매트릭스 형태의 소자로 구성되어 있어 제

조가 용이하다는 장점이 있으나, 해상도, 구동 전압의 상승, 재료 수명의 저하 등의 문제로 인하여 저해상도 및

소형 디스플레이의 응용 분야로 제한된다. 상기 능동 구동 방식은 표시 영역이 각 화소마다 박막 트랜지스터를

장착함으로써, 각 화소마다 일정한 전류를 공급함에 따라 안정적인 휘도를 나타낼 수 있다. 또한, 전력 소모가

적어 고해상도 및 대형 디스플레이를 구현할 수 있는 중요한 역할을 한다.

상기 능동 구동 방식의 유기전계발광표시장치는 상기 박막 트랜지스터의 제조 공정 상의 문제로 인하여 각 화소<16>

의 구동 트랜지스터의 문턱 전압이 불규칙한 편차를 가지게 되며, 이러한 문턱 전압의 불규칙한 편차는 상기 유

기전계발광표시장치의 휘도 불균일을 유발하므로, 상기 문턱 전압의 편차를 보상하기 위하여 상기 유기전계발광

표시장치는 다양한 형태의 보상 회로를 포함하는 화소 회로를 가지게 된다.

그러나, 상기와 같은 유기전계발광표시장치의 화소 회로는 구동 트랜지스터의 문턱 전압 편차를 보상하기 위하<17>

여 다수의 박막 트랜지스터 및 하나 또는 다수의 커패시터가 형성되어, 화소 회로가 복잡해져 신뢰성이 저하될

수 있으며, 공정이 복잡해지는 문제점이 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 구동 트랜지스터의 문턱 전압을<18>

보상하기 위한 박막 트랜지스터 및 커패시터의 수를 최소화하며, 상기 문턱 전압 보상에 이용되는 박막 트랜지

스터 및 커패시터를 간단히 공정에 의해 형성할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 그의 제조 방법을 제공함에

본 발명의 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 상기 목적은 제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역을 포함하는 기판; 상<19>

기 기판의 제 1 커패시터 영역 상에 위치하며, 불순물 도핑된 제 1 영역을 포함하는 제 1 반도체층, 제 1 전극

및 상기 제 1 반도체층과 제 1 전극 사이에 위치하는 제 1 절연막을 포함하는 제 1 커패시터; 상기 기판의 제 2

커패시터 영역 상에 위치하며, 제 2 반도체층, 제 2 전극 및 상기 제 2 반도체층과 제 2 전극 사이에 위치하는

제 2 절연막을 포함하는 제 2 커패시터; 상기 기판의 박막 트랜지스터 영역 상에 위치하며, 소오스/드레인 영역

및 채널 영역을 포함하는 제 3 반도체층, 게이트 절연막, 게이트 전극 및 소오스/드레인 전극을 포함하는 다수

의 박막 트랜지스터; 상기 제 1 커패시터 상에 위치하며, 상기 제 1 영역과 전기적으로 연결되는 제 1 전원전압

공급라인; 및 상기 다수의 박막 트랜지스터 상에 위치하며, 하나 또는 다수의 유기발광층을 포함하는 유기전계

발광다이오드를 포함하는 유기전계발광표시장치에 의해 달성된다.

또한, 본 발명의 상기 목적은 제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역을 포함하는 기<20>

판을 제공하고, 상기 제 1 커패시터 영역, 제 2 커패시터 영역 및 박막 트랜지스터 영역에 제 1 반도체층, 제 2

반도체층 및 제 3 반도체층을 형성하고, 상기 제 1 반도체층 상에 제 1 절연막을 형성하고, 상기 제 2 반도체층
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상에 제 2 절연막을 형성하고, 상기 제 3 반도체층 상에 게이트 절연막을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상에

상기 제 1 반도체층의 일부 영역에 대응되는 제 1 전극을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상에 상기 제 2 반도체

층에 대응되는 제 2 전극을 형성하고, 상기 게이트 절연막 상에 상기 제 3 반도체층의 일부 영역에 대응되는 게

이트 전극을 형성하고, 상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트 전극을 마스크로 불순물 도핑하여, 상기 제 1 반

도체층의 제 1 영역 및 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역을 형성하고, 상기 제 1 전극, 제 2 전극 및 게이트

전극 상에 층간 절연막을 형성하고, 상기 층간 절연막에 상기 제 1 영역의 일부 및 상기 소오스/드레인 영역의

일부를 노출시키는 제 1 컨택홀 및 제 2 컨택홀을 형성하고, 상기 제 1 컨택홀을 통해 상기 제 1 영역과 연결되

는 제 1 전원전압 공급라인을 형성하고, 상기 제 2 컨택홀을 통해 상기 제 3 반도체층의 소오스/드레인 영역과

접촉하는 소오스/드레인 전극을 형성하고, 상기 소오스/드레인 전극 및 제 1 전원전압 공급라인 상에 하나 또는

다수의 유기막층을 포함하는 유기전계발광다이오드를 형성하는 것을 포함하는 유기전계발광표시장치의 제조 방

법에 의해 달성된다.

본 발명의 상기 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용 효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 바람직한 실시 예<21>

를 도시하고 있는 도면을 참조한 이하 상세한 설명에 의해 더욱 명확하게 이해될 것이다. 덧붙여, 도면들에 있

어서, 층 및 영역의 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다. 또한, 명세서 전체에 걸쳐서 동

일한 참조번호들은 동일한 구성 요소들을 나타내는 것이며, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때,

이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어

있는 경우도 포함한다.

도 1a는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 회로를 나타낸 회로도이며, 도 2는 본 발명의<22>

실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 구조를 나타낸 평면도이다.

도 1a 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소는 유기전계발광다이오드<23>

(OLED), 구동 트랜지스터(Tr1), 제 1 스위칭 트랜지스터(Tr2), 제 2 스위칭 트랜지스터(Tr3), 제 1 커패시터

(C1) 및 제 2 커패시터(C2)를 포함한다.

상기 구동 트랜지스터(Tr1)는 상기 유기전계발광다이오드(OLED)와 제 2 노드(N2) 사이에 전기적으로 연결되며,<24>

제 1 노드(N1)의 전압에 따라 상기 유기전계발광다이오드(OLED)에 구동 전류를 인가한다.

상기 제 1 스위칭 트랜지스터(Tr1)는 상기 데이터 라인(Dm)과 제 1 노드(N1) 사이에 전기적으로 연결되며, 상기<25>

스캔 신호에 따라 상기 데이터 신호를 상기 제 1 노드(N1)에 전달한다.

상기 제 2 스위칭 트랜지스터(Tr3)는 상기 제 2 노드(N2)와 제 1 전원전압 공급라인(VDD) 사이에 전기적으로 연<26>

결되며, 상기 제어 신호에 따라 제 1 전원전압을 상기 제 2 노드(N2)에 전달한다.

상기 제 1 커패시터(C1)는 상기 제 1 전원전압 공급라인(VDD)과 제 1 노드(N1) 사이에 전기적으로 연결되어, 상<27>

기 제 1 노드(N1)의 전압과 제 1 전원전압의 차이만큼의 전압을 저장한다.

상기 제 2 커패시터(C2)는 상기 제 1 노드(N1)와 제 2 노드(N2) 사이에 전기적으로 연결되어, 상기 제 1 노드<28>

(N1)의 전압과 제 2 노드(N2)의 전압의 차이만큼의 전압을 저장한다.

도 1b는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 회로의 구동을 설명하기 위한 파형도이다.<29>

도 1a, 도 1b 및 도 2를 참조하여, 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 회로의 구동을<30>

설명하면, 제 1 구간(T1)에서 스캔 라인(Sn) 및 제어 라인(En)을 통해 로우 레벨의 스캔 신호 및 제어 신호가

인가된다. 

상기 로우 레벨의 스캔 신호에 의해 제 1 스위칭 트랜지스터(Tr2)는 턴-온되어, 제 1 노드(N1)에 데이터 라인<31>

(Dm)을 통해 인가되는 데이터 신호를 전달하게 되므로, 상기 제 1 노드(N1)은 상기 데이터 신호의 전압과 동일

한 전압을 가지게 되며, 상기 제 1 노드(N1)와 제 1 전원전압 공급라인(VDD) 사이에 전기적으로 연결된 제 1 커

패시터(C1)은 상기 데이터 신호의 전압과 제 1 전원전압의 차이만큼의 전압을 저장하게 된다.

또한, 상기 로우 레벨의 제어 신호에 의해 제 2 스위칭 트랜지스터(Tr3)는 턴-온되어, 제 2 노드(N2)에 상기 제<32>

1 전원전압 공급라인(VDD)을 통해 인가되는 제 1 전원전압을 전달하게 되므로, 상기 제 2 노드(N2)는 상기 제 1

전원전압과 동일한 전압을 가지게 되며, 상기 제 2 노드(N2)와 제 1 노드(N1) 사이에 전기적으로 연결되는 제 2

커패시터(C2)는 상기 제 1 커패시터(C1)과 동일하게 상기 데이터 신호의 전압과 제 1 전원전압의 차이만큼의 전

압을 저장하게 된다.
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상기 제 1 구간(T1)에서 상기 제 2 노드(N2)에 제 1 전원전압이 전달되며, 상기 제 1 노드(N1)에 데이터 신호가<33>

전달되므로, 상기 구동 트랜지스터(Tr1)는 턴-온되어, 상기 제 1 노드(N1)에 전달된 상기 데이터 신호의 전압에

따른 구동 전류를 상기 유기전계발광다이오드(OLED) 인가하게 되지만, 상기 제 1 구간(T1)은 후속되는 제 3 구

간(T3)에 비하여 매우 짧은 구간이므로, 전체적인 휘도에는 크게 영향을 주지 않는다.

계속해서, 제 2 구간(T2)에서 스캔 라인(Sn)으로 로우 레벨의 스캔 신호가 인가되고, 제어 라인(En)으로 하이<34>

레벨의 제어 신호가 인가된다. 

상기 로우 레벨의 스캔 신호(Sn)에 의해 상기 제 1 스위칭 트랜지스터(Tr2)는 상기 제 1 구간(T1)에서와 동일하<35>

게 턴-온 상태를 유지하므로, 상기 제 1 노드(N1)는 상기 데이터 신호의 전압을 유지하며, 상기 제 1 커패시터

(C1)은 상기 데이터 신호의 전압과 제 1 전원전압의 차이만큼의 전압을 저장한다.

상기 하이 레벨의 제어 신호에 의해 상기 제 2 스위칭 트랜지스터(Tr3)는 턴-오프되어, 상기 제 2 노드(N2)에<36>

상기 제 1 전원전압을 전달하지 못하며, 상기 제 1 노드(N1)과 제 2 노드(N2)는 구동 트랜지스터(Tr1)의 게이트

단자와 소오스 단자에 연결되어 있으므로, 상기 제 2 커패시터(C2)는 상기 구동 트랜지스터(Tr1)의 문턱전압을

저장하게 되고, 상기 제 2 노드(N2)는 상기 데이터 신호의 전압에 상기 문턱전압을 더한 값만큼의 전압을 유지

한다.

따라서, 상기 제 2 구간(T2)에서 상기 구동 트랜지스터(Tr1)은 상기 제 1 노드(N1)에 인가된 데이터 신호의 전<37>

압에 의해 턴-온되어, 상기 제 1 구간(T1)과 동일하게 상기 제 1 노드(N1)에 전달된 상기 데이터 신호의 전압에

따른 구동 전류를 상기 유기전계발광다이오드(OLED) 인가하게 되지만, 상기 제 2 구간(T2)은 후속되는 제 3 구

간(T3)에 비하여 매우 짧은 구간이므로, 전체적인 휘도에는 크게 영향을 주지 않는다. 또한, 상기 제 2 구간

(T2)에서 상기 제 2 노드(N2)의 전압은 상기 제 1 노드(N1)의 전압과 비교하여 문턱 전압만큼 차이가 나므로,

상기 구동 트랜지스터(Tr1)은 상기 유기전계발광다이오드(OLED)가 충분한 휘도를 나타낼 만큼의 구동 전류를 인

가하지 못한다.

다음으로, 제 3 구간(T3)에서 상기 스캔 라인(Sn)으로 하이 레벨의 스캔 신호를 인가되고, 상기 제어 라인(En)<38>

으로 로우 레벨의 제어 신호가 인가된다.

 상기 로우 레벨의 제어 신호에 의해 제 2 스위칭 트랜지스터(Tr3)는 턴-온되어, 상기 제 2 노드(N2)는 상기 제<39>

1 전원전압과 동일한 전압을 가지게 되며, 상기 하이 레벨의 스캔 신호에 의해 상기 제 1 스위칭 트랜지스터

(Tr2)는 턴-오프되며, 상기 제 1 노드(N1)는 상기 제 1 커패시터(C1) 및 제 2 커패시터(C2)의 커플링 효과에 의

해 하기와 같은 전압을 유지하게 된다.

<40>

(여기서, VN1은 제 1 노드의 전압, C1은 제 1 커패시터의 커패시턴스, C2는 제 2 커패시터의 커패시턴스, Vdata는<41>

데이터 신호의 전압, ELVDD는 제 1 전원전압, Vth는 구동 트랜지스터의 문턱전압)

상기 제 3 구간(T3)에서 상기 구동 트랜지스터(Tr1)은 상기 제 1 노드(N1)의 전압(VN1)에 따라 상기 유기전계발<42>

광다이오드(OLED)에 구동 전류를 인가하게 되므로, 상기 제 1 커패시터(C1)와 제 2 커패시터(C2)의 커패시턴스

비율을 제어하면 상기 구동 트랜지스터의 문턱 전압에 의한 휘도 불균일을 최소화할 수 있다.

본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치는 세 개의 박막 트랜지스터와 두 개의 커패시터를 이용하여 구<43>

동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상하고 있으므로, 보상 회로에 의한 개구율 저하를 최소화할 수 있다.

이어서, 도 1a 및 도 2에 도시된 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조 방법을 설명한다.<44>

도 3a 내지 도 3d는 상기 도 2의 A-A'선으로 자른 단면도들로, 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치<45>

의 제조 방법을 순차적으로 설명하기 위한 단면도들이다.

도 3a를 참조하면, 제 1 커패시터 영역(Ca), 제 2 커패시터 영역(Cb) 및 박막 트랜지스터 영역(T)를 포함하며,<46>

유리나 합성 수지, 스테인레스 스틸 등의 재질로 형성되는 기판(100) 상에 상기 제 1 커패시터 영역(Ca), 제 2

커패시터 영역(Cb) 및 박막 트랜지스터 영역(T)에 각각 위치하는 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및

제 3 반도체층(116)을 형성한다. 여기서, 상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(11
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6)은 비정질 실리콘 또는 다결정 실리콘일 수 있으며, 상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3

반도체층(116)은 다른 방법에 의해 각각 형성될 수도 있다.

상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(116)은 공정 상 편의를 위하여 동시에 형성하<47>

는 것이 바람직하며, 동일한 결정 구조를 가지는 다결정 실리콘으로 형성하는 것이 더욱 바람직하다. 상기 제 1

반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(116)을 동시에 동일한 결정 구조로 형성하는 방법으로는

상기 기판(100) 상에 비정질 실리콘층(미도시)을 적층하고, 상기 비정질 실리콘층을 고상 결정화법(Solid Phase

Crystallization : SPC), 급속열처리방법(Rapid Thermal Annealing : RTA), 금속 유도 결정화(Metal Induced

Crystallization : MIC), 금속 유도 측면 결정화(Metal Induced Lateral Crystallization : MILC), 엑시머 레

이저 어닐링(Excimer Laser Annealing : ELA) 결정화법 및 순차측면고상(Sequential Lateral Solidification :

SLS) 결정화법 중 선택된 어느 하나를 이용하여 다결정 실리콘으로 결정화하고, 상기 다결정 실리콘을 패터닝하

여 상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(116)을 형성하는 방법이 있다.

또한, 상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(116)을 다결정 실리콘으로 형성하는 경<48>

우, 비정질 실리콘층의 결정화 공정 시 상기 기판(100) 상의 불순물이 확산되는 것을 방지하기 위하여, 상기 기

판(100) 상에 SiNx, SiO2 또는 이들의 적층으로 버퍼층(미도시)을 형성한 후, 상기 제 1 반도체층(112), 제 2

반도체층(114) 및 제 3 반도체층(116)을 형성할 수도 있다.

이어서, 도 3b에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(116)을 포<49>

함하는 기판(100) 상에 게이트 절연막(120)을 형성한다. 여기서, 도시된 바와는 달리 상기 제 1 반도체층(112)

및 제 2 반도체층(114) 상에 각각 제 1 절연막(미도시)와 제 2 절연막(미도시)를 형성하여, 상기 제 1 커패시터

(C1) 및 제 2 커패시터(C2)의 커패시턴스 비율을 제어할 수 있으며, 상기 제 1 절연막 및 제 2 절연막 상에 상

기 게이트 절연막(120)을 더 형성하거나, 형성하지 않을 수도 있다.

다음으로, 상기 게이트 절연막(120) 상에 상기 제 1 반도체층(112), 제 2 반도체층(114) 및 제 3 반도체층(11<50>

6)에 대응되도록 제 1 전극(132), 제 2 전극(134) 및 게이트 전극(136)을 형성한다. 여기서, 상기 제 1 전극

(132) 및 게이트 전극(136)은 각각 상기 제 1 반도체층(112) 및 제 3 반도체층(116)보다 작은 면적을 가지도록

하여, 상기 제 1 전극(132)에 대응되지 않는 제 1 반도체층(112)의 일부 영역 및 상기 게이트 전극(136)에 대응

되지 않는 제 3 반도체층(116)의 일부 영역이 후속 공정인 불순물 도핑 공정에 의해 도핑될 수 있도록 한다.

여기서, 상기 제 1 전극(132), 제 2 전극(134) 및 게이트 전극(136)은 동일 물질로 동시에 형성될 수 있으나,<51>

상기 제 1 전극(132) 및 제 2 전극(134)의 물질을 제어하여, 상기 제 1 커패시터(C1)와 제 2 커패시터(C2)의 커

패시턴스 비를 제어할 수도 있으며, 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 회로의 평면도를

도시하고 있는 도 2에 도시된 바를 참조하면, 도 3c에 도시된 바와는 달리, 상기 제 1 커패시터(C1)과 제 2 커

패시터(C2) 사이에 박막 트랜지스터(Tr1)의 게이트 전극(136)은 상기 제 1 커패시터(C1)의 제 1 전극(132) 및

상기 제 2 커패시터(C2)의 제 2 전극(134)과 물리적으로 접촉하도록 형성할 수 있다.

이어서, 도 3c에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 전극(132), 제 2 전극(134) 및 게이트 전극(136)을 마스크로 불<52>

순물 도핑 공정을 수행하여, 상기 제 1 전극(132) 및 게이트 전극(136)에 대응되지 않는 상기 제 1 반도체층

(112)의 일부 영역(113) 및 제 3 반도체층(116)의 일부 영역(117)이 불순물 도핑되도록 한다. 여기서, 상기 제

1 반도체층(112)의 도핑된 일부 영역(113)은 후속 공정을 통해 형성될 제 1 전원전압 공급라인(152)와 전기적으

로 연결되는 영역(113)이 되며, 상기 제 3 반도체층(116)의 도핑된 일부 영역(117)은 상기 기판(100)의 박막 트

랜지스터 영역(T) 상에 형성되는 박막 트랜지스터의 소오스/드레인 영역(117) 역할을 한다. 상기 제 1 반도체층

(112)의 도핑되지 않은 영역은 제 1 커패시터(C1)의 하부 전극 역할을 하며, 상기 제 3 반도체층(116)의 도핑되

지 않은 영역은 상기 박막 트랜지스터의 채널 영역 역할을 한다.

다음으로, 도 3d에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 전극(132), 제 2 전극(134) 및 게이트 전극(136)을 포함하는<53>

상기 기판(100) 상에 층간 절연막(140)을 형성한다. 여기서, 앞서 설명한 바와 달리, 상기 불순물 도핑 공정을

상기 제 1 전극(132), 제 2 전극(134) 및 게이트 전극(136)을 형성한 후 수행하지 않고, 상기 층간 절연막(140)

형성한 이후 수행할 수도 있다.

계속해서, 상기 게이트 절연막(120) 및 층간 절연막(140)을 식각하여, 상기 제 1 반도체층(112)의 도핑된 영역<54>

(113) 및 제 3 반도체층(116)의 도핑된 영역(117) 중 일부를 노출시키는 제 1 컨택홀(142) 및 제 2 컨택홀(14

6)을 형성하고, 상기 제 1 컨택홀(142)을 통해 상기 제 1 반도체층의 도핑된 영역(113)과 연결되는 제 1 전원전

압 공급라인(152) 및 상기 제 2 컨택홀(146)을 통해 상기 제 3 반도체층의 도핑된 영역(117)과 연결되는 소오스
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/드레인 전극(156)을 각각 형성한다. 여기서, 상기 제 1 전원전압 공급라인(152) 및 소오스/드레인 전극(156)은

동일 물질로 형성할 수 있으며, 동시에 형성할 수도 있다.

이어서,  도시되지는 않았지만,  통상적인 유기전계발광표시장치의 제조 방법에 의해 상기 소오스/드레인 전극<55>

(146) 상에 유기전계발광다이오드(미도시)를 형성한다. 여기서, 상기 유기전계발광다이오드는 상기 소오스/드레

인 전극(146)과 전기적으로 연결되는 하부 전극, 상부 전극 및 상기 두 전극 사이에 위치하는 하나 또는 다수의

유기발광층을 포함하며, 상기 유기전계발광다이오드와 소오스/드레인 전극(146) 사이에는 보호막(미도시)을 형

성한다. 또한, 상기 유기전계발광다이오드와 보호막 사이에는 아크릴 등의 유기절연막 또는 실리콘 산화물 등의

무기 절연막인 평탄화막을 더 형성할 수 있다.

결과적으로, 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치는 세 개의 박막 트랜지스터와 두 개의 커패시터를<56>

이용하여 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 최소화하고 있으므로, 상기 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상하기

위한 보상 회로에 의해 개구율이 저하되는 것을 최소화하고 있으며, 상기 커패시터를 MOS 형 커패시터로 형성함

으로써, 상기 박막 트랜지스터와 동일하게 커패시터를 형성할 수 있도록 하여, 상기 유기전계발광표시장치의 화

소 구조를 용이하게 제조할 수 있도록 한다.

또한, 상기 MOS형 커패시터의 반도체층을 제 1 전원전압 공급라인과 전기적으로 연결시켜, 상기 MOS형 커패시터<57>

가 항상 포화상태에서 작동되도록 함으로써, 상기 MOS형 커패시터를 포함하는 화소 회로가 안정적으로 구동될

수 있도록 한다.

    발명의 효과

따라서, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상하기 위한 커패시터를 MOS<58>

형 커패시터로 형성하여, 상기 구동 트랜지스터의 문턱 전압 보상에 이용되는 박막 트랜지스터와 커패시터를 용

이하게 제조할 수 있도록 하는 효과가 있다.

또한, 상기 MOS형 커패시터의 반도체층을 제 1 전원전압 공급라인과 연결시켜, 상기 MOS형 커패시터가 항상 포<59>

화상태에서 작동될 수 있도록 함으로써, 상기 MOS형 커패시터를 포함하는 유기전계발광표시장치의 화소 구조가

안정적으로 구동될 수 있도록 하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1a는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 구조를 나타낸 회로도이다.<1>

도 1b는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 구조의 구동을 설명하기 위한 파형도이다.<2>

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 구조를 나타낸 평면도이다.<3>

도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 실시 예에 따른 유기전계발광표시장치의 제조 방법을 순차적으로 설명하기 위한<4>

단면도들이다.

<도면 주요 부호에 대한 부호의 설명><5>

100 : 기판                         112 : 제 1 반도체층<6>

114 : 제 2 반도체층                116 : 제 3 반도체층<7>

120 : 게이트 절연막                132 : 제 1 전극<8>

134 : 제 2 전극                    136 : 게이트 전극<9>

140 : 층간 절연막                  152 : 제 1 전원전압 공급라인<10>

156 : 소오스/드레인 전극<11>
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도면

    도면1a

    도면1b
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    도면2
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    도면3a
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    도면3b
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    도면3c
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    도면3d
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摘要(译)

本发明是一种有机发光显示装置，并涉及一种制造其的方法，包括：能
够补偿驱动晶体管的阈值电压，制造过程和尽量减少开口率减小显示有
机发光器件及其制备的补偿电路＆lt;＆lt;＆lt; 本发明提供一种半导体器
件，包括：衬底，包括第一电容器区，第二电容器区和薄膜晶体管区;制
品包括设置在所述基板的第一电容器区，以及位于第一半导体层，所述
第一电极和所述第一半导体层和包含杂质的第一电极之间的第一绝缘层
掺杂的第一区1个电容器;第二电容器，位于基板的第二电容器区域上，
第二电容器包括第二半导体层，第二电极和位于第二半导体层和第二电
极之间的第二绝缘层;第三半导体层，栅极绝缘膜，栅电极和多个薄膜晶
体管，包括设置在基底上，包括源/漏区和沟道区的薄膜晶体管区域的源
极/漏极电极;第一电源电压供应线，位于第一电容器上并电连接到第一区
域;并且有机发光二极管设置在所述多个薄膜晶体管上，所述有机发光二
极管包括一个或多个有机发光层。 此外，本发明包括第一电容器区，第
二提供包含电容器区和薄膜晶体管区，并且所述第一电容器区，在电容
器区域中的第二个第一半导体层和所述薄膜晶体管的区域，所述第二半导体层的衬底并且形成第三半导体层，在第一半导体层上形
成第一绝缘膜，在第二半导体层上形成第二绝缘膜，在第三半导体层上形成栅极绝缘膜，对应于第一半导体层的一部分的第一电极
形成在栅极绝缘膜上，对应于第二半导体层的第二电极形成在栅极绝缘膜上，形成对应于第三半导体层的一部分的栅电极，并通过
使用第一电极，第二电极和栅电极作为掩模来掺杂杂质，形成第三半导体层的源/漏区，在第一电极，第二电极和栅电极上形成层间
绝缘膜，形成第一区的一部分和源/第二接触孔，暴露第二源/漏区的一部分，并形成通过第一接触孔连接第一区的第一电源电压供
给线，第三，以形成源/漏电极接触的半导体层的源/漏区，所述有机发光二极管，其包括一个或在源极/漏极电极的多个有机层，并
通过第一电源电压提供线以及制造有机电致发光显示装置的方法。
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